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Introduction 
 
La plateforme de micro et nano technologie du LAAS héberge de nombreux projets couvrant des 
domaines très variés, ce qui nécessite un large panel de technologies et techniques afin de pouvoir 
répondre aux besoins de ces projets. La zone de photolithographie, en libre-service après formation, 
propose un catalogue de procédés mis à disposition des utilisateurs. Ces procédés, exposés dans ce 
rapport, ont été mis au point et qualifiés au sein du service TEAM afin de proposer des solutions fiables 
et éprouvées répondant aux besoins actuels. 
 

Moyens utilisés 
 

Les procédés de photolithographie sont mis au point sur des substrats de silicum vierge de 4 pouces 

de diamètre. En fonction de la nature des substrats utilisés, des étapes de préparation 

supplémentaires et un ajustement des paramètres peuvent être nécessaires pour garantir les 

meilleurs résultats.  

 Les équipements utilisés sont : 

- Equipement de dépôt de résine par centrifugation Suss Microtec LabSpin 6 

(http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=63) 

 

- Equipement de dépôt de résine par pulvérisation : Suss Microtec Altaspray 

(http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=47) 

 

- Equipement de dépôt et développement de résine automatique : EVG 120 

(http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=46) 

 

- Equipement de lamination Shipley 3024 

(http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=29) 

 

- Plaques chauffantes EMS 1000-1 

 

- Plaques chauffantes programmables à rampe Suss Microtec Delta 150 

(http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=56) 

 

- Aligneur de masque Suss Microtec MA6 (gen1) 

(http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=52) 

 

- Aligneur de masque Suss Microtec MA6 (gen4) 

(http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=231) 

 

- Aligneur de masque Suss Microtec MA150 

(http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=51) 

  

http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=63
http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=47
http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=46
http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=29
http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=56
http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=52
http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=231
http://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentView.aspx?toolId=51
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Principes de la photolithographie 
 

Les résines sont des solutions photosensibles qui contienne un composé solide dissolue dans un 

solvant, auquel on ajoute un photo initiateur. Elles réagissent ainsi à la lumière UV ce qui permet de 

facilement les mettre en forme à la surface d’un substrat. 

 

Pour cela le substrat est d’abord enduit d’une couche de résine. Le moyen d’enduction le plus utilisé 

au LAAS est l’enduction par centrifugation, mais il est aussi possible de déposer certaines résines par 

pulvérisation (meilleur conformité sur substrat avec forte topographie), ou encore par gravimétrie 

(meilleur uniformité pour les couches de très forte épaisseur). 

 

Après enduction, la résine est recuite afin d’en faire évaporer les solvants. La méthode de recuit 

utilisée est le recuit sur plaque chauffante. Il soit également possible de recuire les résines en étuve 

(avec un temps de recuit significativement plus long). 

 

Le substrat enduit est ensuite placé sous un masque comportant des zones transparentes laissant 

passer la lumière, et des zones opaques protégeant la résine. La résine est alors exposée aux UV à 

travers le masque. 

 

La résine exposée va réagir aux UV. Un recuit est parfois nécessaire après l’exposition afin de 

compléter la réaction. 

 

Le substrat est enfin plongé dans une solution de développeur. Dans le cas d’une résine de polarité 

positive, le développeur va dissoudre la résine exposée. Dans le cas d’une résine de polarité négative, 

c’est la résine non-exposée qui sera dissoute. 

 

  

Développeur Développeur 

Résine positive Résine négative 

Résine 

UV 

Substrat 

Masque

r 

Figure 1 Principe de la photolithographie 
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Résines positives 
 

Les résines positives utilisées sont les AZ ECi 3012 1.1µm, AZ 4562 5µm, AZ 40XT 14µm, AZ 4999 6µm 

de Microchemicals et la Microposit S1805 400nm de Microresist. 

Ces résines proposent des épaisseurs allant de 400nm jusqu’à 40µm, ce qui permet d’offrir un large 

choix et de trouver le meilleur compromis entre résolution et épaisseur nécessaire. 

La résine AZ 4999 est spécifiquement utilisée sur l’équipement de dépôt de résine par pulvérisation. 

Elle propose ainsi une alternative à la résine AZ 4562, mais avec une conformité bien meilleur propre 

aux dépôts par pulvérisation. 

Ces résines se développent dans une solution de Microposit MF CD-26 fabriqué par Kayaku. 

Ces résines sont facilement solubles dans les solvants comme l’acétone, et sont principalement 

utilisées comme masquage lors d’étapes de gravures sèches ou humides. 
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AZ ECi 3012 1.1µm 
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AZ ECi 3012 2.6µm 
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Microposit S1805 400nm 
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AZ 4562 5µm 
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AZ 4562 10µm 
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AZ 40XT 14µm 
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AZ 40XT 20µm 
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AZ 40XT 40µm 
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AZ 4999 6µm 
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Résines négatives 
 

Les résines négatives utilisées sont les AZ 15nXT 15µm et AZ 125nXT 30µm de Microchemicals, et la 

Intervia BPN 50µm de Kayaku. 

Les résines AZ 12nXT et AZ 125nXT sont utilisées comme alternative à la résine positive AZ 40XT 

notamment comme masquage pour la gravure profonde du silicium et du verre. Ces deux résines sont 

facilement solubles dans les solvants comme l’acétone. 

La résine Intervia BPN est utilisée notamment comme moule pour la croissance électrolytique. Cette 

résine nécessite l’utilisation d’un procédé particulier décrit dans la fiche de procédé pour être dissoute 

une fois exposée. 

Ces résines se développent dans une solution de Microposit MF CD-26 fabriqué par Kayaku. 
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AZ 15nXT 15µm 
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AZ 125nXT 30µm 
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Intervia BPN 50µm 
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Résines Lift-off 
 

Les résines pour lift-off utilisées sont les AZ Nlof 2035 2.5µm de Microchemicals et les LOR 3A et LOR 

30B de Kayaku. 

La résine AZ Nlof 2035, de polarité négative, offre des profils inversés, obtenus par sous-gravure de la 

résine pendant l’étape de développement. Cette sous gravure peut être contrôlée par la dose 

d’exposition, les recuits et le temps de développement. Le profil ainsi inversé n’est pas recouvert 

pendant les étapes de PVD, ce qui permet de dissoudre facilement la résine dans un solvant pour 

effectuer le « lift-off » (voir Figure 2 ). 

 

 

 

 

Les LOR 3A et LOR 30B ne sont pas photosensibles. Ce sont des couches sacrificielles sur lesquelles 

sont déposées une résine photosensible comme l’AZ ECi 3012. Lors du développement de la résine, la 

sous gravure du LOR par le développeur crée alors un profil inversé, offrant le même avantage qu’avec 

la résine AZ Nlof (Figure 3 Procédé de Lift-off avec  AZ ECi + LOR). 

 

 

 

 

 

L’utilisation de la résine AZ Eci avec la LOR permet d’offrir une solution pour effectuer des lift-off 

avec une résine de polarité positive. 

Ces résines se développent dans une solution de Microposit MF CD-26 fabriqué par Kayaku. 

 

 

  

Figure 2 Procédé de Lift-off avec AZ Nlof 

AZ Nlof 

 ECi 
LOR 

Figure 3 Procédé de Lift-off avec  AZ ECi + LOR 

AZ Nlof dévelopée Sous gravure (profils inversés) Dépôt PVD Dissolution de la résine (lift-off) 

ECi développée sur LOR Développement du LOR Sous gravure 

(profils inversés) 
Dépôt PVD Dissolution de la résine (lift-off) 

Métal 

Métal 
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AZ Nlof 2035 2.5µm 
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AZ Nlof 2035 5µm 
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LOR 3A  
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LOR 30B 
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Résines SU-8 
 

Les résines SU-8 utilisées sont les SU-8 TF 6000.5 500nm, SU-8 TF 6005 5µm, SU-8 2000.5 800nm, SU-

8 3005 5µm, SU-8 3025 25µm, SU-8 3050 50µm. Elles sont fabriquées par Kayaku.  

Les SU-8 TF 6000 offrent une meilleure résolution mais sont limitées à une gamme d’épaisseur allant 

de 0,5 à 10µm. 

Les SU-8 3000 sont moins sujettes aux contraintes, notamment à forte épaisseur. 

Ce sont des résines négatives de type époxy, insolubles une fois polymérisées. Elles sont 

principalement utilisées en micro-fluidique ainsi que pour la fabrication de moule pour PDMS. 

Elles sont développées avec du SU-8 Developper vendu par Kayaku. 
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SU-8 TF 6000.5 500nm 
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SU-8 TF 6005 5µm 
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SU-8 TF 6005 10µm 
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SU-8 2000.5 800nm 
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SU-8 3005 5µm 
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SU-8 3005 10µm 
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SU-8 3025 25µm 
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SU-8 3050 50µm 
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SU-8 3050 100µm 
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SU-8 3050 500µm 
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Films secs 
 

Les films secs utilisés sont les Nagase DF 1005 5µm, Nagase DF 1020 20µm, Nagase DF 1050 50µm, 

Nagase DF 10100 100µm fabriqués par Nagase et Photec PH2040 fabriqué par Enthone. 

Les films DF de Nagase sont une alternative aux résines SU-8. Un promoteur d’adhérence, l’EMS 412-

17, est conseillé par le fabricant. Il est déposé sur le substrat par centrifugation avant la lamination du 

film sec. 

Le film Photec PH2040 40µmest lui notamment utilisé comme film de protection durant le perçage de 

substrat par sableuse. 

Le développement est effectué avec une solution de cyclohexanone. 
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Nagase DF 1005 5µm 
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Nagase DF 1020 20µm 
 

 

 

  



 

Procédés de photolithographie développés au sein du LAAS
 39 v1-Février 2023 

Nagase DF 1050 50µm 
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Nagase DF 10100 100µm  
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Photec PH2040 40µm 
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Divers 
 

Un procédé de dépôt de couche anti-réflective est réalisé avec du AZ Barli II fabriqué par 

Microchemicals. 

Ce matériau n’est pas photosensible, il est déposé sur le substrat avant le dépôt de résine 

photosensible. Il absorbe la lumière UV et sert à limiter les effets de réflexion qui peuvent se produire 

sur la surface de substrat, ce qui limite l’apparition de défaut durant l’exposition de la résine, et 

permet d’améliorer la résolution obtenue dans certains cas. 

Le Barli II n’est pas soluble dans les solvants, une étape de plasma O2 est nécessaire pour le retirer. 

 

Un procédé de dépôt d’une couche adhésive est réalisé avec la résine PermiNex 2005 3µm fabriquée 

par Kayaku.  

Cette résine négative sert de couche adhésive entre deux substrats. Elle se développe avec le 

développeur Microposit MF CD-26 de Kayaku. 
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AZ Barli II 
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PermiNex 2005 3µm 
 

 

 

 


